Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT. 
Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa.
Trường hợp không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì có thể nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
1. Tên Dự án: Mua sắm vật tư sửa chữa trang bị ngành KTĐT quý 4
Tên gói thầu: Mua sắm vật tư sửa chữa trang bị ngành KTĐT quý 4. Địa điểm giao hàng: Lữ đoàn 189, Bán đảo Cam Ranh, Khánh Hòa
4. Chủ đầu tư: Lữ đoàn 189
5. Nguồn vốn: Kinh phí Ngân sách Quốc phòng năm 2025
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung: Gồm 57 chủng loại vật tư thông dụng, gồm các loại vật tư, hàng hóa phục vụ nhiệm vụ sửa chữa kho vật tư. Hàng hoá phải là hàng hoá mới 100%; hàng hoá được đóng gói gọn gàng; phải được giao tận nơi theo yêu cầu của Nhà thầu và phải còn nguyên vẹn sau quá trình vận chuyển. Hàng hoá phải được kiểm tra thí điểm một số lượng nhất định để bảo đảm chất lượng sản phẩm.
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1 
	Đèn chỉ thị 3Л341Б
	Đèn chỉ thị 3Л341Б
Loại: Đèn LED chỉ thị.
Kích thước: 3mm.
Màu sắc: Đỏ, xanh, vàng, trắng.
Điện áp làm việc: 2V – 3V.
Dòng điện tiêu thụ: 10mA – 20mA.

	2 
	Vi mạch 3ОТ126А
	Vi mạch 3ОТ126А
Loại: Transistor lưỡng cực NPN.
Điện áp cực thu – phát: ≤ 80V.
Dòng cực thu cực đại: ≤ 3A.
Công suất tiêu tán cực đại: ≤ 40W.
Hệ số khuếch đại dòng: ≥ 40.

	3 
	Vi mạch 1НТ251А
	Vi mạch 1НТ251А
Loại: Transistor lưỡng cực NPN.
Điện áp cực thu – phát: ≤ 80V.
Dòng cực thu cực đại: ≤ 2A.
Công suất tiêu tán cực đại: ≤ 15W.
Hệ số khuếch đại dòng: ≥ 40.

	4 
	Vi mạch nguồn МДМ120-1В05М
	Vi mạch nguồn МДМ120-1В05М
Loại: Bộ nguồn chuyển đổi DC-DC.
Điện áp vào: 120V DC.
Điện áp ra: 5V DC.
Dòng ra: 1A.
Công suất ra: 5W.

	5 
	Vi mạch nguồn МДМ60-1В05М
	Vi mạch nguồn МДМ60-1В05М
Loại: Bộ nguồn chuyển đổi DC-DC.
Điện áp vào: 60V DC.
Điện áp ra: 5V DC.
Dòng ra: 1A.
Công suất ra: 5W.

	6 
	Vi mạch nguồn МДМ15-1В05М
	Vi mạch nguồn МДМ15-1В05М
Loại: Bộ nguồn chuyển đổi DC-DC.
Điện áp vào: 15V DC.
Điện áp ra: 5V DC.
Dòng ra: 1A.
Công suất ra: 5W.

	7 
	Vi mạch 2ТС622А
	Vi mạch 2ТС622А
Loại: Transistor lưỡng cực NPN.
Điện áp cực thu – phát: ≤ 80V.
Dòng cực thu cực đại: ≤ 2A.
Công suất tiêu tán cực đại: ≤ 15W.
Hệ số khuếch đại dòng: ≥ 40.

	8 
	Đi ốt ổn áp 2С133В
	Đi ốt ổn áp 2С133В
Loại: Đi ốt Zener ổn áp.
Điện áp Zener: 3,3V.
Dòng điện qua đi ốt: ≤ 1A.
Công suất tiêu tán cực đại: ≤ 1W

	9 
	Đi ốt 2Д212А
	Đi ốt 2Д212А
Loại: Đi ốt chỉnh lưu.
Điện áp ngược cực đại: ≤ 400V.
Dòng điện thuận cực đại: ≤ 1A.
Công suất tiêu tán cực đại: ≤ 1W.

	10 
	Đi ốt ổn áp 2С156А
	Đi ốt ổn áp 2С156А
Loại: Đi ốt Zener ổn áp.
Điện áp Zener: 5,6V.
Dòng điện qua đi ốt: ≤ 1A.
Công suất tiêu tán cực đại: ≤ 1W.

	11 
	Transistor 2Т208М9
	Transistor 2Т208М9
Loại: Transistor lưỡng cực NPN.
Điện áp cực thu – phát: ≤ 80V.
Dòng cực thu cực đại: ≤ 1A.
Công suất tiêu tán cực đại: ≤ 1W

	12 
	Transistor 2Т825В
	Transistor 2Т825В
Loại: Transistor lưỡng cực NPN.
Điện áp cực thu – phát: ≤ 80V.
Dòng cực thu cực đại: ≤ 1A.
Công suất tiêu tán cực đại: ≤ 1W.

	13 
	Transistor 2Т3117А
	Transistor 2Т3117А
Loại: Transistor lưỡng cực NPN.
Điện áp cực thu – phát: ≤ 80V.
Dòng cực thu cực đại: ≤ 2A.
Công suất tiêu tán cực đại: ≤ 15W.

	14 
	Vi mạch 142ЕН3
	Chức năng: Ổn áp dương cố định (Fixed Positive Voltage Regulator).
Tương đương Quốc tế: LM7805 hoặc uA7805.
Điện áp đầu ra danh định (V OUT ​ ): 5 V. (Số "3" cuối cùng trong ký hiệu ЕН3 thường đại diện cho 5 V trong quy ước cũ của Nga/Liên Xô).
Dòng điện đầu ra tối đa (I OUT ​ ): Thường là 1 A (Ampe).
Điện áp đầu vào tối thiểu (V IN min ​ ): Khoảng 7 V (cần cao hơn V OUT ​ khoảng 2 V).
Đóng gói: Thường là vỏ kim loại KT-28 hoặc vỏ nhựa KT-29 (tương đương với vỏ TO-220 quốc tế) để dễ dàng gắn tản nhiệt.

	15 
	Bộ ghép quang 30Д101Б
	Bộ ghép quang 30Д101Б
Loại: Optocoupler (bộ ghép quang).
Điện áp cách ly: ≤ 5000Vrms.
Dòng điện đầu vào: ≤ 20mA.
Dòng điện đầu ra: ≤ 50mA.

	16 
	Đi ốt 2С139А
	Đi ốt 2С139А
Loại: Đi ốt chỉnh lưu.
Điện áp ngược cực đại: ≤ 100V.
Dòng điện thuận cực đại: ≤ 0,5A.
Công suất tiêu tán cực đại: ≤ 0,5W.

	17 
	Transistor 2Т312Б
	Transistor 2Т312Б
Loại: Transistor lưỡng cực NPN.
Điện áp cực thu – phát: ≤ 80V.
Dòng cực thu cực đại: ≤ 1A.
Công suất tiêu tán cực đại: ≤ 1W.

	18 
	Vi mạch К155ЛА3
	Chức năng: Vi mạch này chứa Bốn cổng logic 2 ngõ vào NAND (4 логических элемента 2И-НЕ).
Loại logic: Thuộc dòng logic TTL (Transistor-Transistor Logic) tiêu chuẩn, cụ thể là dòng K155 (tương đương với dòng 7400 quốc tế).
Tương đương Quốc tế: SN7400N hoặc uA7400.
Đóng gói: Thường ở dạng DIP-14 (Dual In-line Package 14 chân).
Cấu tạo: Chứa 56 phần tử tích hợp (transistor, diode, điện trở)

	19 
	Vi mạch К155ЛА7
	 Điện áp cung cấp: 5 V± 5% (Tiêu chuẩn TTL).
-  Số lượng cổng: 2 cổng.
-   Ngõ vào mỗi cổng: 4 ngõ vào.
-   Chức năng cổng: NAND (Ngõ ra thấp chỉ khi TẤT CẢ các ngõ vào đều cao).
-  Đặc điểm quan trọng: Vi mạch К155ЛА7 có ngõ ra Collector hở (Open-Collector). Điều này có nghĩa là:
Ngõ ra chỉ có thể kéo xuống mức logic thấp (0V).
Để kéo ngõ ra lên mức logic cao (5V), cần phải kết nối một điện trở kéo lên (Pull-up Resistor) bên ngoài từ ngõ ra lên nguồn $V_{CC}$.

	20 
	Vi mạch К155ЛН1
	Loại: Mạch logic đảo (6 cổng NOT TTL).
Điện áp hoạt động: 4.75 – 5.25 V (định danh 5 V).
Dòng tiêu thụ: ~20 mA (mạch rỗng).
Ngưỡng đầu vào:
Mức thấp: ≤ 0.8 V
Mức cao: ≥ 2.0 V
Điện áp đầu ra:
Thấp: ≤ 0.4 V tại 16 mA
Cao: ≥ 2.4 V tại –0.4 mA
Fan-out: 10 tải TTL chuẩn.
Thời gian trễ: 15–22 ns.
Công suất tiêu tán: ~35 mW.
Nhiệt độ làm việc: –10 → +70 °C.
Ứng dụng: đảo tín hiệu logic, tạo xung clock đảo, giao tiếp tín hiệu số

	21 
	Vi mạch К155ИЕ7
	Loại: Bộ đếm nhị phân 4 bit, đếm thuận hoặc nghịch.
Điện áp hoạt động: 4.75 – 5.25 V.
Dòng tiêu thụ: 35–50 mA.
Ngưỡng đầu vào: TTL tiêu chuẩn.
Điện áp đầu ra:
· Cao ≥ 2.4 V
· Thấp ≤ 0.4 V
Fan-out: 10 tải TTL.
Thời gian trễ: 20–30 ns.
Công suất tiêu tán: 50 mW.
Nhiệt độ làm việc: –10 → +70 °C.
Ứng dụng: mạch đếm, bộ chia tần, mạch định thời, đo tần số, hiển thị số

	22 
	Vi mạch 521СА2
	 Loại: Bộ so sánh điện áp (voltage comparator).
Điện áp hoạt động: ±15 V (hoặc đơn 5–15 V).
Dòng tiêu thụ: 5 mA/nguồn.
Điện áp offset: ≤ 10 mV.
Dòng đầu vào: ≤ 250 nA.
Thời gian đáp ứng: 100 ns – 1 µs tùy tải.
Công suất tiêu tán: ≤ 100 mW.
Nhiệt độ làm việc: –25 → +70 °C.
Ứng dụng: mạch phát hiện mức, mạch điều khiển, bảo vệ nguồn, ADC, PWM

	23 
	Vi mạch К155ТМ2
	 Loại: Hai phần tử chốt D độc lập có preset và clear không đồng bộ.
Điện áp hoạt động: 4.75 – 5.25 V.
Dòng tiêu thụ: 25–35 mA.
Điện áp đầu vào: TTL chuẩn.
 Điện áp đầu ra:
· Cao ≥ 2.4 V
· Thấp ≤ 0.4 V
Fan-out: 10 tải TTL.
Thời gian trễ: 18–25 ns.
Công suất tiêu tán: 40 mW.
Nhiệt độ làm việc: –10 → +70 °C.
Ứng dụng: tạo chốt dữ liệu, bộ đếm, chia tần, lưu trữ bit trạng thái

	24 
	Vi mạch К155ИР1
	 Loại: Thanh ghi dịch 4-bit hai chiều có nạp song song.
Điện áp hoạt động: 4.75 – 5.25 V.
Dòng tiêu thụ: 35 mA.
Điện áp đầu vào / ra: TTL chuẩn.
Fan-out: 10 tải TTL.
Thời gian trễ: 25–30 ns.
Công suất tiêu tán: 50 mW.
Nhiệt độ làm việc: –10 → +70 °C.
Ứng dụng: thanh ghi dịch, nạp song song, buffer dữ liệu, điều khiển LED/memory

	25 
	Vi mạch К155КП5
	 Điện áp hoạt động: 4,75 – 5,25 vôn
Dòng tiêu thụ: 35 miliampe
 Điện áp logic hoặc đầu vào / đầu ra: TTL chuẩn
Hệ số tải (fan-out): 10 tải TTL
Thời gian trễ chuyển mạch: 18 – 25 nano giây
Công suất tiêu tán hoặc dòng ra cực đại: 40 miliwatt
Nhiệt độ làm việc: 0 – 70 độ C
Chức năng chính: Bộ ghép logic NAND 4 đầu vào

	26 
	Vi mạch К155ЛА6
	 Điện áp hoạt động: 4,75 – 5,25 vôn
Dòng tiêu thụ: 30 miliampe
Điện áp logic hoặc đầu vào / đầu ra: TTL chuẩn
Hệ số tải (fan-out): 10 tải TTL
Thời gian trễ chuyển mạch: 15 – 20 nano giây
Công suất tiêu tán hoặc dòng ra cực đại: 35 miliwatt
Nhiệt độ làm việc: 0 – 70 độ C
Chức năng chính: Bộ ghép logic AND / OR 2 đầu vào

	27 
	Đi ốt cầu 2Д906А
	Điện áp hoạt động: 20 – 60 vôn
Dòng tiêu thụ: ≤50 miliampe
Điện áp logic hoặc đầu vào / đầu ra: N/A
 Hệ số tải (fan-out): N/A
Thời gian trễ chuyển mạch: ~50 nano giây
Công suất tiêu tán hoặc dòng ra cực đại: 500 miliwatt
Nhiệt độ làm việc: −60 – +125 độ C
Chức năng chính: Diode ổn áp silicon

	28 
	Rơ le РЭН-34
	Điện áp hoạt động: 12 – 220 vôn (tùy model)
Dòng tiêu thụ: 30 – 50 miliampe
Điện áp logic hoặc đầu vào / đầu ra: N/A
Hệ số tải (fan-out): N/A
Thời gian trễ chuyển mạch: 10 – 20 mili giây
Công suất tiêu tán hoặc dòng ra cực đại: 2 – 5 ampe
Nhiệt độ làm việc: 0 – 70 độ C
Chức năng chính: Rơle điện từ, đóng ngắt mạch

	29 
	Đi ốt Д814А
	Điện áp hoạt động: 50 – 100 vôn
Dòng tiêu thụ: ≤1 ampe
Điện áp logic hoặc đầu vào / đầu ra: N/A
Hệ số tải (fan-out): N/A
Thời gian trễ chuyển mạch: ~1 micro giây
Công suất tiêu tán hoặc dòng ra cực đại: 10 – 20 watt
Nhiệt độ làm việc: −60 – +125 độ C
Chức năng chính: Diode chỉnh lưu, công suất trung bình

	30 
	Đi ốt Д237К
	Điện áp hoạt động: 50 – 100 vôn
Dòng tiêu thụ: ≤1 ampe
Điện áp logic hoặc đầu vào / đầu ra: N/A
Hệ số tải (fan-out): N/A
Thời gian trễ chuyển mạch: ~1 micro giây
Công suất tiêu tán hoặc dòng ra cực đại: 20 watt
Nhiệt độ làm việc: −60 – +125 độ C
Chức năng chính: Diode chỉnh lưu công suất

	31 
	Đi ốt 2Д202В
	 Điện áp hoạt động: 20 – 50 vôn
Dòng tiêu thụ: ≤0,5 ampe
Điện áp logic hoặc đầu vào / đầu ra: N/A
Hệ số tải (fan-out): N/A
Thời gian trễ chuyển mạch: ~50 nano giây
Công suất tiêu tán hoặc dòng ra cực đại: 5 watt
Nhiệt độ làm việc: −60 – +125 độ C
Chức năng chính: Diode silicon, ứng dụng điện tử công suất nhỏ

	32 
	Biến áp ТН48-220-400
	Điện áp hoạt động: 220 vôn AC
Dòng tiêu thụ: ≤1,5 ampe
Điện áp logic hoặc đầu vào / đầu ra: N/A
Hệ số tải (fan-out): N/A
Thời gian trễ chuyển mạch: N/A
Công suất tiêu tán hoặc dòng ra cực đại: 400 VA
Nhiệt độ làm việc: −10 – +70 độ C
Chức năng chính: Biến áp nguồn 220 vôn → 12/24 vôn AC

	33 
	Biến áp TA142-220-400
	 Điện áp hoạt động: 220 vôn AC
Dòng tiêu thụ: ≤1,5 ampe
Điện áp logic hoặc đầu vào / đầu ra: N/A
Hệ số tải (fan-out): N/A
Thời gian trễ chuyển mạch: N/A
Công suất tiêu tán hoặc dòng ra cực đại: 400 VA
Nhiệt độ làm việc: −10 – +70 độ C
Chức năng chính: Biến áp nguồn công suất trung bình

	34 
	Transistor 2Т208М
	Điện áp hoạt động: 30 – 50 vôn
Dòng tiêu thụ: ≤0,5 ampe
Điện áp logic hoặc đầu vào / đầu ra: N/A
Hệ số tải (fan-out): N/A
Thời gian trễ chuyển mạch: ~50 nano giây
Công suất tiêu tán hoặc dòng ra cực đại: 0,5 watt
Nhiệt độ làm việc: −60 – +125 độ C
Chức năng chính: Transistor NPN công suất nhỏ

	35 
	Transistor 2Т608Б
	 Điện áp hoạt động: 30 – 60 vôn
Dòng tiêu thụ: ≤1 ampe
Điện áp logic hoặc đầu vào / đầu ra: N/A
Hệ số tải (fan-out): N/A
Thời gian trễ chuyển mạch: ~50 nano giây
Công suất tiêu tán hoặc dòng ra cực đại: 1 watt
Nhiệt độ làm việc: −60 – +125 độ C
Chức năng chính: Transistor NPN công suất trung bình

	36 
	Transistor 2Т809А
	 Điện áp hoạt động: 30 – 100 vôn
Dòng tiêu thụ: ≤3 ampe
Điện áp logic hoặc đầu vào / đầu ra: N/A
Hệ số tải (fan-out): N/A
Thời gian trễ chuyển mạch: ~100 nano giây
Công suất tiêu tán hoặc dòng ra cực đại: 10 watt
Nhiệt độ làm việc: −60 – +125 độ C
Chức năng chính: Transistor công suất cao, NPN
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	Vi mạch 140УД1А
	Điện áp hoạt động: ±15 vôn
Dòng tiêu thụ: 5 miliampe
 Điện áp logic hoặc đầu vào / đầu ra: ±10 vôn (analog)
Hệ số tải (fan-out): N/A
Thời gian trễ chuyển mạch: 1 micro giây
Công suất tiêu tán hoặc dòng ra cực đại: ≤100 miliwatt
Nhiệt độ làm việc: −25 – +70 độ C
Chức năng chính: Vi mạch khuếch đại thuật toán
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	Tụ điện K53-1A-16V±20%
	 Điện áp hoạt động: 16 vôn
Dòng tiêu thụ: N/A
Điện áp logic hoặc đầu vào / đầu ra: N/A
Hệ số tải (fan-out): N/A
Thời gian trễ chuyển mạch: N/A
Công suất tiêu tán hoặc dòng ra cực đại: 0,05 – 0,1 watt
Nhiệt độ làm việc: −40 – +85 độ C
Chức năng chính: Tụ điện gốm / màng, dung lượng 16 µF ±20%
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	Vi mạch 155ИР1
	 Điện áp hoạt động: 4,75 – 5,25 vôn
Dòng tiêu thụ: 40 miliampe
Điện áp logic hoặc đầu vào / đầu ra: TTL chuẩn (Lo ≤ 0,4 vôn; Hi ≥ 2,4 vôn)
Hệ số tải (fan-out): 10 tải TTL
Thời gian trễ chuyển mạch: 25 – 30 nano giây
Công suất tiêu tán hoặc dòng ra cực đại: 50 miliwatt
Nhiệt độ làm việc: 0 – 70 độ C
[bookmark: _GoBack]Chức năng chính: Bộ dịch 4 bit đồng bộ, nạp song song
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	Vi mạch К155ТМ7
	Chức năng: 4 D-trigge với cả đầu ra trực tiếp và đảo.
Số lượng linh kiện tích hợp: 132.
Điện áp cấp: 5V ±5%.
Điện áp đầu ra thấp: ≤ 0,4V.
Điện áp đầu ra cao: ≥ 2,4V.
Nhiệt độ hoạt động: -60°C đến +125°C.
Loại vỏ: DIP-16
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	Vi mạch К155ИЕ5
	Vi mạch К155ИЕ5
Chức năng: Bộ đếm nhị phân 4-bit (JK-trigge).
Điện áp cấp: 5V ±5%.
Điện áp đầu ra thấp: ≤ 0,4V.
Điện áp đầu ra cao: ≥ 2,4V.
Nhiệt độ hoạt động: -60°C đến +125°C.
Loại vỏ: DIP-16
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	Vi mạch К155ЛА1
	Vi mạch К155ЛА1 (tương đương SN7420)
Chức năng: 2 cổng AND 4-input.
Điện áp cấp: 5V ±5%.
Điện áp đầu ra thấp: ≤ 0,4V.
Điện áp đầu ra cao: ≥ 2,4V.
Nhiệt độ hoạt động: -60°C đến +125°C.
Loại vỏ: DIP-14
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	Cụm điện trở Б19К-2 24К
	Cụm điện trở Б19К-2 24К
Chức năng: Cụm điện trở đa năng.
Dải giá trị: 24 kΩ.
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	Vi mạch 1533ЛН2
	Vi mạch 1533ЛН2 (tương đương SN54ALS05)
Chức năng: 6 bộ đảo với đầu ra mở (open collector).
Điện áp cấp: 5V ±10%.
Dòng tiêu thụ: ≤ 3,8mA.
Nhiệt độ hoạt động: -60°C đến +125°C.
Loại vỏ: DIP-14
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	Vi mạch 1564ЛH1
	Vi mạch 1564ЛН1 (tương đương SN74LS04)
Chức năng: 6 bộ đảo.
Điện áp cấp: 5V ±10%.
Dòng tiêu thụ: ≤ 3,8mA.
Nhiệt độ hoạt động: -60°C đến +125°C.
Loại vỏ: DIP-14
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	Vi mạch 533ЛА9
	Vi mạch 533ЛА9 (tương đương SN54LS03)
Chức năng: 4 cổng NAND 2-input với đầu ra mở.
Điện áp cấp: 5V ±10%.
Nhiệt độ hoạt động: -60°C đến +125°C.
Loại vỏ: DIP-14
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	Vi mạch 1564ТЛ2
	Vi mạch 1564ТЛ2 (tương đương 74HC14)
Chức năng: 6 bộ đảo Schmitt.
Điện áp cấp: 2V đến 6V.
Dòng tiêu thụ: ≤ 0,02mA.
Nhiệt độ hoạt động: -60°C đến +125°C.
Loại vỏ: DIP-14
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	Vi mạch PVG612S
	Vi mạch PVG612S (tương đương HSSR-61A)
Chức năng: Rơle rắn (solid-state relay) kiểu MOSFET.
Điện áp tải: 0–60V.
Dòng tải: 1A AC / 2A DC.
Điện áp cách ly: 5000Vrms.
Loại vỏ: DIP-6
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	Vi mạch 1401CA1
	 Chức năng: So sánh hai mức điện áp đầu vào và tạo ra tín hiệu đầu ra nhị phân (cao hoặc thấp) dựa trên sự khác biệt giữa chúng.
Loại linh kiện: Bộ so sánh (Comparator), thuộc dòng vi mạch tuyến tính/tương tự.
Đóng gói: Thường ở dạng DIP-8 (Dual In-line Package 8 chân) hoặc vỏ tròn kim loại.
Điện áp cung cấp: Có thể hoạt động với nguồn đôi 5 V đến 15V hoặc nguồn đơn
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	Giấy A4
	Giấy A4 IK Plus DL 70gsm
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	Giấy bìa xanh A4
	Giấy bìa xanh dương IK Plus A4, 180gsm
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	Giấy A3
	Giấy A3 IK Plus DL 70/90gsm
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	Giấy bìa xanh A3
	Giấy bìa xanh dương IK Plus A3, 180gsm
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	USB bảo mật
	USB an toàn AT VS-Key Version 2; Dung lượng 16Gb; Vỏ kim loại, tốc độ đọc 25 mb/s  và ghi 10mb/s; giao tiếp USB 2.0/3.0; hỗ trợ hệ điều hành Windowws
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	Ổ cứng di động Sam sung SSD T5 MU-PA1T0B 1TB
	Thông số kỹ thuật chính
Dung lượng: 1TB
Giao tiếp: USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps), tương thích ngược với USB 3.0 và 2.0
Tốc độ truyền tải: lên đến 540 MB/s (tùy thuộc vào cấu hình thiết bị chủ và chế độ UASP)
Bộ nhớ flash: Samsung V-NAND
Bảo mật: Mã hóa phần cứng AES 256-bit với tùy chọn bảo vệ bằng mật khẩu
Thiết kế: Vỏ kim loại, nhỏ gọn, nặng chỉ 51g, chịu được va đập từ độ cao lên đến 2m
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	Hộp mực máy in 2900
	Hộp mực máy in Canon LBP 2900; mã Cartridge 303; số trang in 2000 trang in với độ phủ 5%
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	Hộp mực máy photo canon 2525
	Ký hiệu Toner NPG-51; trọng lượng mực: 700gam; Hiệu suất sử dụng: 14.600 trang A4 độ phủ mực 5%



1.3. Các yêu cầu khác: Không có
Mục 2. Bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không có bản vẽ
	Danh mục bản vẽ

	Bản vẽ số
	Tên bản vẽ
	Mục đích sử dụng

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Không có.

